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Рассмотрены фундаментальные физические основы направленного изменения электронных свойств некристаллических полупроводников. Наряду с известными подходами развитых для управления свойствами кристаллических полупроводников авторами монографии предложены и реализованы (с учетом специфики неупорядоченных структур) собственные фундаментальные решения проблемы получения материалов с заданными электронными свойствами. В книге рассматриваются и обсуждаются результаты радиационной и структурно-примесной модификации электронных свойств некристаллических полупроводников (НП), а также результаты исследований контактных явлений и возможности модификации свойств НП материалами контакта. Кроме того, с позиции современных представлений о плотности электронных состояний и структурных дефектов в НП обсуждается природа обнаруженных эффектов возникающих на контакте металл- некристаллический полупроводник и при облучении НП релятивистскими электронами.


Книга рассчитана на студентов и аспирантов, а также для научных работников и инженеров, работающих в области физики и техники некристаллических полупроводников, материаловедения и физики твердого тела.
